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Применение математических моделей и численное решение их с 

использованием современной вычислительной техники позволяет 
не только экономить время и средства, требуемые для разработки ра-
диоэлектронной  аппаратуры, но часто является единственно  возмож-
ным средством, позволяющим понять и наглядно представить физические 
процессы, протекающие  в субмикронных  структурах полупроводнико-
вых  приборов. 

В данной работе рассматриваться метод двумерного численного моде-
лирования полупроводниковых приборов на основе решения дифференци-
альных уравнений в частных производных эллиптического типа с особен-
ностями в граничных условиях. Указанный метод основан на альтерни-
рующем методе Шварца. 

Двумерный подход в рассмотрении электрического поля позволяет учи-
тывать краевые эффекты на стыках электродов и изоляторов, проявляю-
щиеся в возникновении областей высокой концентрации напряженности 
электрического поля. Необходимость в повышение точности расчета в ок-
рестности стыка электрода и изолятора, связана с тем, что рассматривае-
мые эффекты характерны и в других практически значимых задачах. 
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The electrostatic field in area of the critical point is calculated by merging the 

numerical and analytical solution, based on alternating Schwartz method. The 
error was compared with respect to the exact solution. 

 
 
 
 
 
 


